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(54)【発明の名称】 液晶表示装置

(57)【要約】
【課題】  ドレイン信号線に供給される映像信号に生じ
る波形遅延を抑制する。
【解決手段】  液晶を介して対向配置される各基板のう
ち一方の基板の液晶側の面に、並設された複数のゲート
信号線とこれらゲート信号線に交差して並設された複数
のドレイン信号線とが形成され、これら各信号線で囲ま
れた画素領域に、ゲート信号線からの走査信号によって
作動するスイッチング素子と、このスイッチング素子を
介してドレイン信号線からの映像信号が供給される画素
電極と、この画素電極に対して基準となる信号が供給さ
れる対向電極とが設けられ、前記ドレイン信号線は第１
絶縁膜を介して前記ゲート信号線より上層に形成されて
いるとともに、前記対向電極は第２絶縁膜を介して前記
ドレイン信号線に重畳されて形成されたものを含み、前
記第１絶縁膜は、そのドレイン信号線の形成領域であっ
て少なくともゲート信号線との交差部を除く領域に、除
去部分を有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  液晶を介して対向配置される各基板のう
ち一方の基板の液晶側の面に、並設された複数のゲート
信号線とこれらゲート信号線に交差して並設された複数
のドレイン信号線とが形成され、
これら各信号線で囲まれた画素領域に、ゲート信号線か
らの走査信号によって作動するスイッチング素子と、こ
のスイッチング素子を介してドレイン信号線からの映像
信号が供給される画素電極と、この画素電極に対して基
準となる信号が供給される対向電極とが設けられ、
前記ドレイン信号線は第１絶縁膜を介して前記ゲート信
号線より上層に形成されているとともに、前記対向電極
は第２絶縁膜を介して前記ドレイン信号線に重畳されて
形成されたものを含み、
前記第１絶縁膜は、そのドレイン信号線の形成領域であ
って少なくともゲート信号線との交差部を除く領域に、
除去部分を有することを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】  前記対向電極はゲート信号線の上層に形
成された同一の材料層と一体に形成されていることを特
徴とする請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】  前記対向電極とそれに一体に形成された
同一の材料層は透光性の導電材料で形成されていること
を特徴とする請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】  液晶を介して対向配置される各基板のう
ち一方の基板の液晶側の面に、並設された複数のゲート
信号線とこれらゲート信号線に交差して並設された複数
のドレイン信号線とが形成され、
これら各信号線で囲まれた画素領域に、ゲート信号線か
らの走査信号によって作動するスイッチング素子と、こ
のスイッチング素子を介してドレイン信号線からの映像
信号が供給される画素電極と、対向電圧信号線に接続さ
れ前記画素電極との間に電界を生じせしめる対向電極と
が設けられ、
前記ドレイン信号線は第１絶縁膜を介して前記ゲート信
号線およびこのゲート信号線と同層に形成された前記対
向電圧信号線より上層に形成されているとともに、前記
対向電極は第２絶縁膜を介して前記ドレイン信号線に重
畳されて形成されたものを含み、
前記第１絶縁膜は、そのドレイン信号線の形成領域であ
って少なくともゲート信号線および対向電圧信号線との
各交差部を除く領域に、除去部分を有することを特徴と
する液晶表示装置。
【請求項５】  前記対向電極はゲート信号線および対向
電圧信号線の上層に形成された同一の材料層と一体に形
成されているともに、前記第２絶縁膜および第１絶縁膜
に形成されたスルーホールを通して前記対向電圧信号線
と電気的に接続されていることを特徴とする請求項４に
記載の液晶表示装置。
【請求項６】  前記対向電極とそれに一体に形成された
同一の材料層は透光性の導電材料で形成されていること
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を特徴とする請求項５に記載の液晶表示装置。
【請求項７】  前記第２絶縁膜は有機材料からなる保護
膜から構成されていることを特徴とする請求項１、ある
いは４に記載の液晶表示装置。
【請求項８】  前記第２絶縁膜は無機材料からなる保護
膜と有機材料からなる保護膜との順次積層体から構成さ
れていることを特徴とする請求項１、あるいは４に記載
の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は液晶表示装置に係
り、特に、横電界方式と称される液晶表示装置に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】横電界方式と称される液晶表示装置は、
液晶を介して対向配置される各基板の一方の基板の液晶
側の面の画素領域に画素電極とこの画素電極との間に電
界を発生せしめる対向電極とを備え、該電界のうち基板
とほぼ平行な成分によって液晶を挙動させる構成となっ
ている。そして、このような構成をアクティブマトリク
ス型のものに適用させたものは、前記一方の基板の液晶
側の面に、並設された複数のゲート信号線とこれら各ゲ
ート信号線と交差するようにして並設された複数のドレ
イン信号線とで囲まれた各領域を前記画素領域としてい
る。そして、これら各画素領域に、ゲート信号線からの
走査信号によって作動するスイッチング素子と、このス
イッチング素子を介してドレイン信号線からの映像信号
が供給される前記画素電極と、該映像信号に対して基準
となる信号が供給される前記対向電極とが備えられてい
る。
【０００３】ここで、画素電極と対向電極はそれぞれ一
方向に延在する帯状のパターンとして形成され、それら
各電極は交互に配置させるのが通常である。
【０００４】また、このような構成において、対向電極
をドレイン信号線をも被って形成される絶縁膜の上面に
形成させるとともに、該ドレイン信号線とその中心軸を
ほぼ一致させ該ドレイン信号線の幅よりも大きな幅を有
して該ドレイン信号線に沿って形成された構成のものも
知られている。ドレイン信号線からの電気力線がその上
方の対向電極に終端させやすくし、画素電極に終端させ
るのを防止するためである。画素電極に該電気力線が終
端するとそれがノイズとなってしまうからである。
【０００５】そして、前記各対向電極は、ゲート信号線
をも被って形成される絶縁膜の上面に形成された対向電
圧信号線と同層かつ一体に形成され、この対向電圧信号
線を介して該各対向電極に基準信号を供給するようにな
っている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ
うな構成の液晶表示装置は、ドレイン信号線と対向電極
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との間に寄生容量が形成され、この寄生容量によってド
レイン信号線に供給される映像信号に波形遅延が生じ易
いことが指摘されている。このような映像信号の波形遅
延は、近年における液晶表示装置の高精細化にともなっ
て、解決しなければならない課題となってきている。本
発明は、このような事情に基づいてなされたものであ
り、その目的は、ドレイン信号線に供給される映像信号
に生じる波形遅延を抑制させた液晶表示装置を提供する
ことにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】本願において開示される
発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、
以下のとおりである。
手段１．本発明による液晶表示装置は、たとえば、液晶
を介して対向配置される各基板のうち一方の基板の液晶
側の面に、並設された複数のゲート信号線とこれらゲー
ト信号線に交差して並設された複数のドレイン信号線と
が形成され、これら各信号線で囲まれた画素領域に、ゲ
ート信号線からの走査信号によって作動するスイッチン
グ素子と、このスイッチング素子を介してドレイン信号
線からの映像信号が供給される画素電極と、この画素電
極に対して基準となる信号が供給される対向電極とが設
けられ、前記ドレイン信号線は第１絶縁膜を介して前記
ゲート信号線より上層に形成されているとともに、前記
対向電極は第２絶縁膜を介して前記ドレイン信号線に重
畳されて形成されたものを含み、前記第１絶縁膜は、そ
のドレイン信号線の形成領域であって少なくともゲート
信号線との交差部を除く領域に、除去部分を有すること
を特徴とするものである。
【０００８】手段２．本発明による液晶表示装置は、た
とえば、手段１の構成を前提に、前記対向電極はゲート
信号線の上層に形成された同一の材料層と一体に形成さ
れていることを特徴とするものである。
【０００９】手段３．本発明による液晶表示装置は、た
とえば、手段２の構成を前提に、前記対向電極とそれに
一体に形成された同一の材料層は透光性の導電材料で形
成されていることを特徴とするものである。
【００１０】手段４．本発明による液晶表示装置は、液
晶を介して対向配置される各基板のうち一方の基板の液
晶側の面に、並設された複数のゲート信号線とこれらゲ
ート信号線に交差して並設された複数のドレイン信号線
とが形成され、これら各信号線で囲まれた画素領域に、
ゲート信号線からの走査信号によって作動するスイッチ
ング素子と、このスイッチング素子を介してドレイン信
号線からの映像信号が供給される画素電極と、対向電圧
信号線に接続され前記画素電極との間に電界を生じせし
める対向電極とが設けられ、前記ドレイン信号線は第１
絶縁膜を介して前記ゲート信号線およびこのゲート信号
線と同層に形成された前記対向電圧信号線より上層に形
成されているとともに、前記対向電極は第２絶縁膜を介
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して前記ドレイン信号線に重畳されて形成されたものを
含み、前記第１絶縁膜は、そのドレイン信号線の形成領
域であって少なくともゲート信号線および対向電圧信号
線との各交差部を除く領域に、除去部分を有することを
特徴とするものである。
【００１１】手段５．本発明による液晶表示装置は、た
とえば、手段４の構成を前提に、前記対向電極はゲート
信号線および対向電圧信号線の上層に形成された同一の
材料層と一体に形成されているともに、前記第２絶縁膜
および第１絶縁膜に形成されたスルーホールを通して前
記対向電圧信号線と電気的に接続されていることを特徴
とするものである。
【００１２】手段６．本発明による液晶表示装置は、た
とえば、手段５の構成を前提に、前記対向電極とそれに
一体に形成された同一の材料層は透光性の導電材料で形
成されていることを特徴とするものである。
【００１３】手段７．本発明による液晶表示装置は、た
とえば、手段１あるいは４の構成を前提に、前記第２絶
縁膜は有機材料からなる保護膜から構成されていること
を特徴とするものである。
【００１４】手段８．本発明による液晶表示装置は、た
とえば、手段１あるいは４の構成を前提に、前記第２絶
縁膜は無機材料からなる保護膜と有機材料からなる保護
膜との順次積層体から構成されていることを特徴とする
ものである。
【００１５】なお、本発明は以上の構成に限定されず、
本発明の技術思想を逸脱しない範囲で種々の変更が可能
である。
【００１６】
【発明の実施の形態】以下、本発明による液晶表示装置
の実施例を図面を用いて説明をする。
《全体の構成》図２は、本発明による液晶表示装置の一
実施例を示す構成図である。同図は等価回路図で示して
いるが、実際の幾何学的配置に対応させて描いている。
同図において、液晶を介して互いに対向配置される一対
の透明基板ＳＵＢ１、ＳＵＢ２があり、該液晶は一方の
透明基板ＳＵＢ１に対する他方の透明基板ＳＵＢ２の固
定を兼ねるシール材ＳＬによって封入されている。シー
ル材ＳＬによって囲まれた前記一方の透明基板ＳＵＢ１
の液晶側の面には、そのｘ方向に延在しｙ方向に並設さ
れたゲート信号線ＧＬとy方向に延在しｘ方向に並設さ
れたドレイン信号線ＤＬとが形成されている。各ゲート
信号線ＧＬと各ドレイン信号線ＤＬとで囲まれた領域は
画素領域を構成するとともに、これら各画素領域のマト
リクス状の集合体は液晶表示部ＡＲを構成するようにな
っている。
【００１７】また、ｘ方向に並設される各画素領域のそ
れぞれにはそれら各画素領域内に走行された共通の対向
電圧信号線ＣＬが形成されている。この対向電圧信号線
ＣＬは各画素領域の後述する対向電極ＣＴに映像信号に
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対して基準となる電圧を供給するための信号線となるも
のである。
【００１８】各画素領域には、その片側のゲート信号線
ＧＬからの走査信号によって作動される薄膜トランジス
タＴＦＴと、この薄膜トランジスタＴＦＴを介して片側
のドレイン信号線ＤＬからの映像信号が供給される画素
電極ＰＸが形成されている。この画素電極ＰＸは、前記
対向電圧信号線ＣＬと接続された対向電極ＣＴとの間に
電界を発生させ、この電界によって液晶の光透過率を制
御させるようになっている。
【００１９】前記ゲート信号線ＧＬのそれぞれの一端は
前記シール材ＳＬを超えて延在され、その延在端は垂直
走査駆動回路Ｖの出力端子が接続される端子ＧＬＴを構
成するようになっている。また、前記垂直走査駆動回路
Ｖの入力端子は液晶表示パネルの外部に配置されたプリ
ント基板からの信号が入力されるようになっている。
【００２０】垂直走査駆動回路Ｖは複数個の半導体装置
からなり、互いに隣接する複数のゲート信号線どおしが
グループ化され、これら各グループ毎に一個の半導体装
置があてがわれるようになっている。
【００２１】同様に、前記ドレイン信号線ＤＬのそれぞ
れの一端は前記シール材ＳＬを超えて延在され、その延
在端は映像信号駆動回路Ｈｅの出力端子が接続される端
子ＤＬＴを構成するようになつている。また、前記映像
信号駆動回路Ｈｅの入力端子は液晶表示パネルの外部に
配置されたプリント基板からの信号が入力されるように
なっている。この映像信号駆動回路Ｈｅも複数個の半導
体装置からなり、互いに隣接する複数のドレイン信号線
どおしがグループ化され、これら各グループ毎に一個の
半導体装置があてがわれるようになっている。
【００２２】また、前記各対向電圧信号線ＣＬはたとえ
ば図中右側の端部で共通に接続され、その接続線はシー
ル材ＳＬを超えて延在され、その延在端において端子Ｃ
ＬＴを構成している。この端子ＣＬＴからは映像信号に
対して基準となる電圧が供給されるようになっている。
【００２３】前記各ゲート信号線ＧＬは、垂直走査駆動
回路Ｖからの走査信号によって、その一つが順次選択さ
れるようになっている。
【００２４】また、前記各ドレイン信号線ＤＬのそれぞ
れには、映像信号駆動回路Ｈｅによって、前記ゲート信
号線ＧＬの選択のタイミングに合わせて映像信号が供給
されるようになっている。
【００２５】なお、上述した実施例では、垂直走査駆動
回路Ｖおよび映像信号駆動回路Ｈｅは透明基板ＳＵＢ１
に搭載された半導体装置を示したものであるが、たとえ
ば透明基板ＳＵＢ１とプリント基板との間を跨って接続
されるいわゆるテープキャリア方式の半導体装置であっ
てもよく、さらに、前記薄膜トランジスタＴＦＴの半導
体層が多結晶シリコン（ｐ－Ｓｉ）から構成される場
合、透明基板ＳＵＢ１面に前記多結晶シリコンからなる
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半導体素子を配線層とともに形成されたものであっても
よい。
【００２６】《画素の構成》図１は、前記各画素領域の
構成の一実施例を示す平面図である。また、図３は、図
１のIII－III線における断面図を、図４は、図１のIV－
IV線における断面図を示している。
【００２７】透明基板ＳＵＢ１の液晶側の面に、まず、
ｘ方向に延在しｙ方向に並設される一対のゲート信号線
ＧＬが形成されている。これらゲート信号線ＧＬは後述
の一対のドレイン信号線ＤＬとともに矩形状の領域を囲
むようになっており、この領域を画素領域として構成す
るようになっている。
【００２８】また、前記各ゲート信号線ＧＬの間、すな
わち画素領域のほぼ中央をｘ方向に延在する対向電圧信
号線ＣＬ１が形成されている。この対向電圧信号線ＣＬ
１はたとえば前記ゲート信号線ＧＬの形成の際に同時に
形成されるようになっている。
【００２９】このようにゲート信号線ＧＬおよび対向電
圧信号線ＣＬ１が形成された透明基板ＳＵＢ１の表面に
はたとえばＳｉＮからなる絶縁膜ＧＩ（図３、図４参
照）が該ゲート信号線ＧＬ等をも被って形成されてい
る。この絶縁膜ＧＩは、後述のドレイン信号線ＤＬの形
成領域においては前記ゲート信号線ＧＬおよび対向電圧
信号線ＣＬ１に対する層間絶縁膜としての機能を、後述
の薄膜トランジスタＴＦＴの形成領域においてはそのゲ
ート絶縁膜としての機能等を有するようになっている。
【００３０】ここで、前記絶縁膜ＧＩは、後述するドレ
イン信号線ＤＬの形成領域の一部において開口部ＨＯＬ
が形成され、この開口部ＨＯＬの詳細については後述す
る。そして、この絶縁膜ＧＩの表面であって、前記ゲー
ト信号線ＧＬの一部に重畳する領域にたとえばアモルフ
ァスＳｉからなる半導体層ＡＳが形成されている。
【００３１】この半導体層ＡＳは、薄膜トランジスタＴ
ＦＴのそれであって、その上面にドレイン電極ＳＤ１お
よびソース電極ＳＤ２を形成することにより、ゲート信
号線の一部をゲート電極とする逆スタガ構造のMIS（met
al  insulator  semiconductor）型トランジスタを構成
することができる。
【００３２】ここで、前記ドイレン電極ＳＤ１およびソ
ース電極ＳＤ２はドレイン信号線ＤＬの形成の際に同時
に形成されるようになっている。すなわち、y方向に延在
されx方向に並設されるドレイン信号線ＤＬが形成さ
れ、その一部が前記半導体層ＡＳの上面にまで延在され
てドレイン電極ＳＤ１が形成され、また、このドレイン
電極ＳＤ１と薄膜トランジスタＴＦＴのチャネル長分だ
け離間されてソース電極ＳＤ２が形成されている。
【００３３】ここで、ドレイン信号線ＤＬはその一部が
前記絶縁膜ＧＩに形成された開口部ＨＯＬ内を、すなわ
ち該開口部ＨＯＬから露呈された透明基板ＳＵＢ１面を
走行するようにして形成されるようになっている。すな
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7
わち、ドレイン信号線ＤＬは、ゲート信号線ＧＬおよび
対向電圧信号線ＣＬと交差する部分において該ゲート信
号線ＧＬおよび対向電圧信号線ＣＬと前記絶縁膜ＧＩに
よる層間絶縁がなされており、それ以外の部分では該絶
縁膜ＧＩの除去された開口部ＨＯＬ内を走行するように
なっている。このようにした理由は、ドレイン信号線Ｄ
Ｌの大部分をなるだけ透明基板ＳＵＢ１に近づけて形成
することによって後述の対向電極ＣＴとの間に生じる寄
生容量を低減させるためである。このことについては後
にさらに詳述する。
【００３４】また、前記ソース電極ＳＤ２は画素領域内
に形成される画素電極ＰＸと一体に形成されている。す
なわち、画素電極ＰＸは画素領域内をそのｙ方向に延在
しｘ方向に並設された複数（図では２本）の電極群から
構成されている。このうちの一つの画素電極ＰＸの一方
の端部は前記ソース電極ＳＤ２を兼ねている。さらに、
各画素電極ＰＸは前記対向電圧信号線ＣＬの上方で互い
に電気的な接続が図れるようになっている。
【００３５】このように薄膜トランジスタＴＦＴ、ドイ
レン信号線ＤＬ、ドレイン電極ＳＤ１、ソース電極ＳＤ
２、および画素電極ＰＸが形成された透明基板ＳＵＢ１
の表面には保護膜が形成されている。この保護膜は前記
薄膜トランジスタＴＦＴの液晶との直接の接触を回避す
る膜で、該薄膜トランジスタＴＦＴの特性劣化を防止せ
んとするようになっている。この場合、この保護膜は、
たとえばＳｉＮ等からなる無機材料の保護膜ＰＡＳとた
とえば樹脂等からなる有機材料の保護膜ＯＰＡＳの順次
積層体から構成されている。このように保護膜として少
なくとも有機材料層を用いているのは保護膜自体の誘電
率を低減させることにある。
【００３６】保護膜ＰＡＳの上面には対向電極ＣＴが形
成されている。この対向電極ＣＴは前述の画素電極ＰＸ
と同様にｙ方向に延在されｘ方向に並設された複数（図
では３本）の電極群から構成され、かつ、それら各電極
は、平面的に観た場合、前記画素電極ＰＸを間にして位置
付けられるようになっている。すなわち、対向電極ＣＴ
と画素電極ＰＸは、一方の側のドレイン信号線ＤＬから
他方の側のドレイン信号線ＤＬにかけて、対向電極Ｃ
Ｔ、画素電極ＰＸ、対向電極ＣＴ、画素電極ＰＸ、…
…、対向電極ＣＴの順にそれぞれ等間隔に配置されてい
る。
【００３７】ここで、画素領域の両側に位置づけられる
対向電極ＣＴは、その一部がドレイン信号線ＤＬに重畳
されて形成されているともに、隣接する画素領域の対応
する対向電極ＣＴと共通に形成されている。換言すれ
は、ドレイン信号線ＤＬ上には対向電極ＣＴがその中心
軸をほぼ一致づけて重畳され、該対向電極ＣＴの幅はド
レイン信号線ＤＬのそれよりも大きく形成されている。
ドレイン信号線ＤＬに対して左側の対向電極ＣＴは左側
の画素領域の各対向電極ＣＴの一つを構成し、右側の対
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向電極ＣＴは右側の画素領域の各対向電極ＣＴの一つを
構成するようになっている。
【００３８】このようにドレイン信号線ＤＬの上方にて
該ドレイン信号線ＤＬよりも幅の広い対向電極ＣＴを形
成することにより、該ドレイン信号線ＤＬからの電気力
線が該対向電極ＣＴに終端し画素電極ＰＸに終端するこ
とを回避できるという効果を奏する。ドレイン信号線Ｄ
Ｌからの電気力線が画素電極ＰＸに終端した場合、それ
がノイズとなってしまうからである。
【００３９】ここで、前記画素電極ＰＸ、対向電極ＣＴ
は、それぞれ、対向電圧信号線ＣＬ１上で屈曲部を有す
る“く”の字形状となっており、いわゆるマルチドメイ
ン方式を採用している。
【００４０】すなわち、液晶はその分子配列が同じ状態
でも、液晶表示パネルに入射する光の入射方向によって
透過光の偏光状態が変化するので、入射方向に対応して
光の透過率が異なってしまう。このような液晶表示パネ
ルの視角依存性は視角方向に対し視点を斜めに傾ける
と、輝度の逆転現象を引き起こすことになり、カラー表
示の場合に画像が色づくという表示特性を有する。
【００４１】このため、画素電極をその延在方向に少な
くとも一つの屈曲部を形成したパターンとし、さらにこ
のパターンを平行にシフトした形状で対向電極を形成
し、これら各電極の屈曲点を結んだ仮想の線を境にし一
方の領域と他方の領域とで各電極間に作用する電界の方
向を異ならしめ、これにより、視野角に依存する画像の色
づきを補償するようにしたものである。
【００４２】また、これらの各電極の形状にともなって
ドレイン信号線ＤＬも同様の形状となっている。
【００４３】電極群からなる各対向電極ＣＴは、ゲート
信号線ＧＬおよび対向電圧信号線ＣＬ１を充分に被って
形成される同一の材料からなる材料層と同層かつ一体に
形成されている。
【００４４】各対向電極ＣＴとこれと一体に形成される
該材料層は、たとえばITO (IndiumTin Oxide)、ITZO(In
dium Tin Zinc  Oxide)、IZO (Indium Zinc Oxide)、Sn
O
2
（酸化スズ）、In

2
O
3
（酸化インジウム）等の透光性

の導電層で形成されている。これらの導電層はそれ自体
電気抵抗の比較的大きな材料であることから、上述のよ
うなパターンとすることにより、全体の電気抵抗を低減
させる効果を有する。そして、前記対向電圧信号線ＣＬ
１の上方の一部において保護膜ＯＰＡＳ、保護膜ＰＡＳ
を貫通するスルーホールＴＨを通して対向電極ＣＴと一
体に形成された材料層との電気的接続がなされている。
【００４５】また、対向電極ＣＴと一体に形成された材
料層と画素電極ＰＸは重畳された部分を有するようにな
っており、これにより、画素電極ＰＸと対向電圧信号線
ＣＬとの間に保護膜ＯＰＡＳ、ＰＡＳを誘電体膜とする
容量素子Ｃｓｔｇが形成されている。この容量素子Ｃｓ
ｔｇは、たとえば画素電極ＰＸに供給された映像信号を
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9
比較的長く蓄積させる等の機能をもたせるようになって
いる。
【００４６】そして、このように対向電極ＣＴが形成さ
れた透明基板ＳＵＢ１の上面には該対向電極ＣＴをも被
って配向膜（図示せず）が形成されている。この配向膜
は液晶と直接に当接する膜で、その表面に形成されたラ
ビングによって該液晶の分子の初期配向方向を決定づけ
るようになっている。
【００４７】このように構成された液晶表示装置は、そ
のドレイン信号線ＤＬがその大部分の領域において絶縁
膜ＧＩの除去領域に走行して形成されるようになる。こ
のことは、ドレイン信号線ＤＬとそれに重畳されて形成
される対向電極ＣＴとの間の距離をより大きく確保でき
るとともに、有機材料層からなる保護膜ＯＰＡＳの厚さ
も大きくなり、該ドレイン信号線ＤＬと対向電極ＣＴと
の間の寄生容量を大幅に低減させることができることを
意味する。このため、ドレイン信号線ＤＬに供給される
映像信号の波形遅延を大幅に低減できる効果を奏する。
【００４８】《ゲート信号線の端子の構成》図５は、前
記ゲート信号線ＧＬがシール材ＳＬに囲まれた液晶表示
部ＡＲを超えて延在された部分に形成されたゲート信号
線端子ＧＬＴの断面を示した図である。このゲート信号
線端子ＧＬＴの近傍のゲート信号線ＧＬは絶縁膜ＧＩ、
保護膜ＰＡＳ、および保護膜ＯＰＡＳによって順次被わ
れている。これら絶縁膜ＧＩ、保護膜ＰＡＳ、および保
護膜ＯＰＡＳは液晶表示部ＡＲにおける絶縁膜ＧＩ、保
護膜ＰＡＳ、および保護膜ＯＰＡＳの形成の際にそれぞ
れこの領域にまで延在されて形成されたものである。
【００４９】ゲート信号線端子ＧＬＴは、前記ゲート信
号線ＧＬのその部分において比較的面積が大きく形成さ
れるとともに、その部分を前記保護膜ＯＰＡＳ、保護膜
ＰＡＳ、および絶縁膜ＧＩに形成した開口によって露出
させることによって構成されている。そして、該開口に
よって露出されたゲート信号線端子ＧＬＴの表面には前
記開口の周辺までも被って形成される透光性の導電膜Ｅ
ＣＯが形成されている。この透光性の導電膜ＥＣＯは前
記対向電極ＴＣの形成の際に同時に形成されるようにな
っている。この透光性の導電膜ＥＣＯはゲート信号線端
子ＧＬＴに対していわゆる電食防止膜となっている。す
なわち、互いに近接して配置されるゲート信号線端子Ｇ
ＬＴの間に水等の電解質が付着していた場合、この電解
質を介して隣接するゲート信号線端子ＧＬＴとの間にイ
オンの交換がなされ、該ゲート信号線端子ＧＬＴに腐食
がなされるのを前記電食防止膜によって保護するように
なっている。
【００５０】《ドレイン信号線の端子の構成》図６は、
前記ドレイン信号線ＤＬがシール材に囲まれた液晶表示
部ＡＲを超えて延在された部分に形成されたドレイン信
号線端子ＤＬＴを示している。このドレイン信号線端子
ＤＬＴおよびその近傍のドレイン信号線ＤＬは絶縁膜Ｇ
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Ｉの上面に形成され保護膜ＰＡＳ、および保護膜ＯＰＡ
Ｓによって順次被われている。これら絶縁膜ＧＩ、保護
膜ＰＡＳおよび保護膜ＯＰＡＳは液晶表示部ＡＲにおけ
る絶縁膜ＧＩ、保護膜ＰＡＳおよび保護膜ＯＰＡＳの形
成の際にそれぞれこの領域にまで延在されて形成された
ものである。
【００５１】ドレイン信号線端子ＤＬは、前記ドレイン
信号線ＤＬのその部分において比較的面積が大きく形成
されるとともに、その部分を前記保護膜ＯＰＡＳ、保護
膜ＰＡＳに形成した開口によって露出させることによっ
て構成されている。そして、前記開口によって露出され
たドレイン信号線端子ＤＬＴの表面には前記開口の周辺
までも被って形成される透光性の導電膜ＥＣＯが形成さ
れている。この透光性の導電膜ＥＣＯは対向電極ＣＴの
形成の際に同時に形成され、ドレイン信号線端子ＤＬＴ
に対する電食防止膜となっていることはゲート信号線端
子ＧＬＴの場合と同様である。
【００５２】《製造方法》図７（ａ）ないし（ｇ）は上
述した液晶表示装置の製造方法の一実施例を示す工程図
で、図４に対応した図となっている。また、以下の説明
において、図８（ａ）ないし（ｇ）を用いてゲート信号
線端子ＧＬＴの製造方法を、図９（ａ）ないし（ｇ）を
用いてドレイン信号線端子ＤＬＴの製造方法を併せて説
明する。
【００５３】工程１．（図７（ａ））
透明基板ＳＵＢ１を用意し、その液晶側の面である主表
面にゲート信号線ＧＬを形成する。この場合、図示され
ていないがゲート信号線ＧＬの形成と同時に対向電圧信
号線ＣＬ１をも形成される。また、図８（ａ）に示すよ
うに、ゲート信号線端子ＧＬＴの形成領域には前記ゲー
ト信号線ＧＬと接続された該ゲート信号線端子ＧＬＴが
形成される。この時、図９（ａ）に示すように、ドレイ
ン信号線端子ＤＬＴの形成領域にはいまだドレイン信号
線端子ＤＬＴは形成されていない。
【００５４】工程２．（図７（ｂ））
前記ゲート信号線ＧＬ（対向電圧信号線ＣＬ１）をも被
って透明基板ＳＵＢ１の主表面に絶縁膜ＧＩ、たとえば
アモルファスシリコンからなる半導体層ＡＳ、不純物が
ドープされた半導体活性層ｄ０を順次連続成膜する。そ
の後、半導体活性層ｄ０、半導体層ＡＳを一括パターン
化し、薄膜トランジスタＴＦＴの半導体層を形成する。
同図に示す半導体層ＡＳは薄膜トランジスタＴＦＴのそ
れとは異なり、ゲート信号線ＧＬとドレイン信号線ＤＬ
との交差部となる部分にも形成され、該ゲート信号線Ｇ
Ｌとドレイン信号線ＤＬとの層間絶縁を強化するために
設けられる。図８（ｂ）に示すように、ゲート信号線端
子ＧＬＴの形成領域の周辺には該ゲート信号線端子ＧＬ
Ｔをも被って絶縁膜ＧＩが形成される。図９（ｂ）に示
すように、ドレイン信号線端子ＤＬＴの形成領域の周辺
には絶縁膜ＧＩが形成される。
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【００５５】工程３．（図７（ｃ））
前記絶縁膜ＧＩに孔開けをして開口部ＨＯＬを形成す
る。この開口部ＨＯＬは、ドレイン信号線ＤＬの形成領
域であってゲート信号線ＧＬおよび対向電圧信号線ＣＬ
１との交差部を除く部分になされる。この際同時に、図
８（ｃ）に示すようにゲート信号線端子ＧＬＴの形成領
域においても該開口部ＨＯＬの延在部として開口部ＨＯ
Ｌが形成される。
【００５６】工程４．（図７（ｄ））
ドレイン信号線ＤＬを形成する。このドレイン信号線Ｄ
Ｌはその一部が前記絶縁膜ＧＩの開口内の透明基板ＳＵ
Ｂ１面に形成されることになる。なお、このドレイン信
号線ＤＬの形成の際に同時に画素電極ＰＸも形成される
ことになる。また、図９（ｄ）に示すようにドレイン信
号線端子ＤＬＴの形成領域には前記ドレイン信号線ＤＬ
と接続された該ドレイン信号線端子ＤＬＴが形成され
る。
【００５７】工程５．（図７（ｅ））
ドレイン信号線ＤＬおよび画素電極ＰＸが形成された透
明基板ＳＵＢ１の主表面にたとえばＳｉＮからなる保護
膜ＰＡＳを形成する。図８（ｅ）に示すようにゲート信
号線端子ＧＬＴの形成領域の周辺にも保護膜ＰＡＳが形
成され、この保護膜ＰＡＳに該ゲート信号線端子ＧＬＴ
を露出させる開口部を形成する。図９（ｅ）に示すよう
にドレイン信号線端子ＤＬＴの形成領域の周辺にも保護
膜ＰＡＳが形成され、前記ゲート信号線端子ＧＬＴを露
出させる開口部の形成と同時に、該ドレイン信号線端子
ＤＬＴを露出させる開口部を形成する。
【００５８】工程６．（図７（ｆ））
保護膜ＰＡＳの上面にたとえば樹脂からなる保護膜ＯＰ
ＡＳを塗布により形成する。その後、図示されていない
が、対向電圧信号線ＣＬ１に重畳される領域の一部に保
護膜ＯＰＡＳ、保護膜ＰＡＳ、絶縁膜ＧＩを貫通するス
ルーホールを形成する。図８（ｆ）に示すようにゲート
信号線端子ＧＬＴの形成領域の周辺にも保護膜ＯＰＡＳ
が形成され、前記スルーホールの形成と同時に、該ゲー
ト信号線端子ＧＬＴを露出させる開口部を形成する。図
９（ｆ）に示すようにドレイン信号線端子ＤＬＴの形成
領域の周辺にも保護膜ＯＰＡＳが形成され、前記ゲート
信号線端子ＧＬＴを露出させる開口部の形成と同時に、
該ドレイン信号線端子ＤＬＴを露出させる開口部を形成
する。
【００５９】工程７．（図７（ｇ））
保護膜ＯＰＡＳの表面に対向電極ＣＴを形成する。図８
（ｇ）に示すように該対向電極ＣＴの形成の際に同時に
ゲート信号線端子ＧＬを被う導電膜ＥＣＯを形成する。
また、図９（ｇ）に示すように該対向電極ＣＴの形成の
際に同時にドレイン信号線端子ＤＬを被う導電膜ＥＣＯ
を形成する。
【００６０】上述した実施例では、絶縁膜ＧＩに形成す*
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*る開口は、ドレイン信号線ＤＬの走行方向に沿って連続
する（ゲート信号線ＧＬおよび対向電圧信号線ＣＬと交
差する部分を除く）ように形成したものであるが、これ
に限定されることなく、たとえば間欠的に形成するよう
にしても同様の効果が得られることはいうまでもない。
【００６１】また、上述した実施例では、絶縁膜ＧＩに
形成する開口は、その下層の透明基板ＳＵＢ１の表面が
露出するように形成したものであるが、これに限定され
ることなく該透明基板ＳＵＢ１の表面が露出しない状態
の凹陥部であってもよいことはもちろんである。要は、
該絶縁膜ＧＩに除去部が設けられておればよく、その除
去部の深さに応じてドレイン信号線ＤＬと対向電極ＣＴ
の間の寄生容量を低減させることができる。
【００６２】さらに、上述した実施例では、ゲート信号
線ＧＬと同層に対向電圧信号線ＣＬ１を形成した構成と
なっているが、この対向電圧信号線ＣＬは必ずしも形成
する必要のないものである。
【００６３】前記対向電極ＣＴをゲート信号線の上層に
形成された同一の材料層と一体に形成するようにするこ
とにより、該材料層に対向電圧信号線としての機能をも
たせることができるからである。この場合、該対向電極
ＣＴ等を電気抵抗の小さな非透光性の金属層によって形
成することによって、基準信号の波形遅延の憂いのない
構成とすることができる。
【００６４】さらに、上述した実施例では、薄膜トラン
ジスタＴＦＴを被う保護膜は無機材料層からなる保護膜
ＰＡＳと有機材料層からなる保護膜ＯＰＡＳとの順次積
層体で形成したものであるが、これに限定されることは
なく、有機材料層からなる保護膜ＯＰＡＳのみであって
もよいことはもちろんである。
【００６５】
【発明の効果】以上説明したことから明らかなように、
本発明による液晶表示装置によれば、ドレイン信号線に
供給される映像信号に生じる波形遅延を抑制させること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明による液晶表示装置の画素の構成の一
実施例を示す平面図である。
【図２】  本発明による液晶表示装置の一実施例を示す
構成図である。
【図３】  図１のIII－III線における断面図である。
【図４】  図１のIV－IV線における断面図である。
【図５】  本発明による液晶表示装置のゲート信号線端
子の一実施例を示す断面図である。
【図６】  本発明による液晶表示装置のドレイン信号線
端子の一実施例を示す断面図である。
【図７】  本発明による液晶表示装置の製造方法の一実
施例を示す要部の断面工程図である。
【図８】  本発明による液晶表示装置のゲート信号線端
子の製造方法の一実施例を示す断面工程図である。



(8) 特開２００３－３２２８７６
13

【図９】  本発明による液晶表示装置のドレイン信号線
端子の製造方法の一実施例を示す断面工程図である。
【符号の説明】
ＳＵＢ……透明基板、ＧＬ……ゲート信号線、ＤＬ……*
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*ドレイン信号線、ＣＬ１……対向電圧信号線、ＴＦＴ…
…薄膜トランジスタ、Ｃｓｔｇ……容量素子、ＰＸ……
画素電極、ＣＴ……対向電極、ＧＬＴ……ゲート信号線
端子、ＤＬＴ……ドレイン信号線端子、

【図１】 【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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【図２】 【図７】

【図８】 【図９】
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